— I8 =10A

SU 180 L]
Si-npn-Leistungstransistor fur elektronische
Vorschaltgerdte fir Gasentladungslampen
Bauform 5 TO3
Wdrmewiderstand Reinje < 2,0 K/W
Grenzwerte (gtiltig fir den Betriebstemperaturbereich)
Kollektor-Basis-Spannung
e =0 ; Ucso 1200V
Kollektor-Emitter-Spannung
Iz == 0 Uceo 400 V
Kollektorstrom lc 4 A
Kollektorspitzenstrom lcm 6 A
Gesamtverlustleistung
e < 50°C - Prot 50 W
Betriebstemperatur a -25...4+125°C
Sperrschichttemperatur 9 -25...-+150°C
Kennwerte (8. = 25°C - 5K)

min  typ max
Kollektor-Emitter-Reststrom
Uce = 1200V, Use = -2V lcex 1,0 mA
Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung
ic =25A,lIs=05A UCEsat 50V
Basis-Emitter-Sdattigungsspannung
lc =25A,18=05A UBEsat 1.5V
Kollektor-Basis-Stromverhdaltnis
Uce =5V, Ilc = 05A h21E 15
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic = 100 mA Usryiceo 400 vV
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le = 10 mA U@rieso 6,0 \Y
“Abfallzeit des Kollektorstromes
lc=25A, Is = 0,5 A, tf 1,0 us



